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@ Reflexionsoptimierte Antennenverkleidungen 

® Reflexionsoptimierte Antennenverkleidung mit mehr- 
schichtiger, vorzugsweise dreischichtiger dielektrischer 
Querschnittsstruktur, bestehend aus einer Kernschicht 
und zwei oder mehreren,. symmetrisch zum Kern ange- 
ordneten Deckschichten r dadurch gekennzeichnet, dass 

a) die Schichtdicken des Kerns d^ 0,5n • XoKem unc * der 
Deckschichten d D « 0,25 • Ao Decksch j chi betragen, 

b) der Kern die groftte und die zum Kern symmetrischen 
Deckschichten gleiche relative Dielektrizitatskonstanten 
haben, die relativen Dielektrizitatskonstanten der jeweils 
aufceren Deckschichten kleiner als die der benachbarten 
inneren Deckschichten sind und 

c) die Dielektrizitatskonstanten der Deckschichten aus 
der Dielektrizitatskonstanten des Kerns abgeleitet sind. 
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5 Reflexionsoptimierte Antennenverkleidungen 

Die Erfindung betrifft dielektrische Strukturen zur Herstellung von 
Verkleidungen fur Antennen im Mikrowellenbereich, die die elektrischen 

10 Eigenschaften der verkleideten Antennen moglichst wenig beeinflussen. Eine 
geringe Beeinflussung bedeutet, dass die elektromagnetische Strahlung die 
Antennenverkleidung moglichst verlustarm und reflexionsfrei durchdringen 
kann, d.h. die Antennenverkleidung muss im Frequenzband der verkleideten 
Antenne eine moglichst kleine Ubertragungsdampfung und eine moglichst hohe 

15 Reflexionsdampfung besitzen. 

Fur Antennenverkleidungen im Mikrowellenbereich werden einschichtige oder 
mehrschichtige dielektrische Strukturen verwendet 

20 Werden die Querschnittstrukturen der Verkleidungen so gewahlt, dass sich die 
Reflexionen an den Grenzflachen zwischen unterschiedlichen Dielektrika 
weitestgehend kompensieren, dann ist die Ubertragungsdampfung klein und 
die Reflexionsdampfung grofJ. Diese Kompensation ist frequenzabhangig. 

25 Reflexionen an Antennenverkleidungen erhohen nicht nur die Dampfung des 
eigenen Funkfeldes sondern konnen auch Storungen anderer 
Funkverbindungen verursachen. Darum sind Antennenverkleidungen mit 
moglichst hoher und moglichst breitbandiger Reflexionsdampfung anzustreben. 

30 Bei einer einschichtigen Struktur treten Reflexionen an den Grenzflachen 
Luft/Dielektrikum und Dielektrikum/Luft auf. Diese kompensieren sich 
weitgehend, wenn die Schichtdicke etwa gleich der halben Wellenlange der 
Funkwelle in der dielektrischen Schicht oder ein Vielfaches davon betragt. 

35 dschicht » 0,5n • X^schicht mit n = 1 , 2, 3 ... 
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5 Sind einschichtige Strukturen auf Grund ihrer mecharischen Eigenschaften 
nicht einsetzbar, dann mussen mehrschichtige, meist dn ischichtige Strukturen 
verwendet werden. 

Bei alien bekannten Querschnittsstrukturen, die nach ■ Hektrischen Gesichts- 
10 punkten gewahlt wurden, wird die dadurch erreichbare I bertragungsdampfung 
dargestellt, uber die dazugehorige Reflexionsdampfung uber nicht berichtet. 
Darum steht dieser Gesichtspunkt im Vordergr jnd der folgenden 
Darstellungen. 

15 In DE 298 16 114.1 U1 wird eine dreischichtige An ennenverkleidung fur 
Richtfunkantennen mit symmetrischer Querschnittsstrukt jr beschrieben, die im 
wesentlichen aufgebaut ist aus 

zwei gleichen, elektrisch dunnen dielektrischen Decksch chten 
• der Dicke d D < 0,2 • XDeckschicht und 
20 • einem Kern aus Schaumstoff der Dicke d K * (0,5n + 0, 1 ) • A, K em 
mit n == 1, 2, 3 ... . 

Die Kerndicke d k ist so gewahlt, dass sich die Refle>ionen an den beiden 
Deckschichten gegenseitig kompensieren. 

25 

Die zugehorige Fig. 1 zeigt an einem charakteristischen Beispiel die bei dieser 
Struktur auftretende Reflexionsdampfung a R in Abhangic keit von der Frequenz 

f. 

30 Bei der Bandmittenfrequenz f 0 hat die Reflexionsdampft ng ein Maximum von 
a R max « 27 dB. Im Frequenzband von f 0 ± 1 GHz, d.h. inr erhalb der Bandbreite 
von 2 GHz, wird die Reflexionsdampfung schnell kleinur und betragt an den 
Bandgrenzen nur noch a R « 10 dB. Aufterhalb dieses Fn quenzbandes erreicht 
sie Minima, die bei ca. 3 dB liegen. 
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Im DE 299 01 104.6 U1 wird eine dreischichtige Antennenverkleidung mit 
symmetrischer Querschnittsstruktur folgenden Aufbaus beschrieben 

• zwei gleiche, elektrisch dicke dielektrische Deckschichten der Dicken d D 
und 

• ein Kern aus Schaumstoff der Dicke d K . 

Die Deckschichtdicken betragen d D « 0,5n • ^Deckschicht mit n = 1, 2, 3 ... . Bei 
dieser Dicke kompensieren sich die Reflexionen an den Grenzflachen jeder 
Deckschicht selbst. Die Kerndicke kann daher im wesentlichen nach mecha- 
nischen Gesichtspunkten gewahlt werden. 

Fig. 2 zeigt an einem charakteristischen Beispiel die bei dieser Struktur 
auftretende Reflexionsdampfung in Abhangigkeit von der Frequenz. 

Bei der Bandmittenfrequenz f 0 betragt die Reflexionsdampfung 29 dB, im 
Frequenzband von f 0 ± 1 GHz, d.h. innerhalb einer Bandbreite von 2 GHz ist 
sie > 22 dB, sinkt dann aber sehr schnell bis auf 9 dB. Innerhalb der 
Bandbreite von 1 1 GHz (ca. f 0 ± 5,5 GHz) ist die Reflexionsdampfung > 9 dB. 

In DE 199 02 511 C2 wird eine dreischichtige Antennenverkleidung mit 
unsymmetrischer Querschnittsstruktur beschrieben, die aus 

• einer elektrisch dicken Deckschicht der Dicke d D i « 0,5 • ^Deckschicht, 

• einer elektrisch dunnen Deckschicht der Dicke d D 2 < 0,2 • ^Deckschicht und 

• einem Kern aus Schaumstoff besteht, dessen Dicke d K im wesentlichen 
• nach mechanischen Gesichtspunkten gewahlt werden kann. 



Die zugehorige Fig. 3 zeigt an einem Beispiel die bei dieser Dimensionierung 
auftretende Reflexionsdampfung in Abhangigkeit von der Frequenz. 



In Bandmitte betragt die Reflexionsdampfung 14 dB, im Frequenzband von 
fo ± 1 GHz, d.h. innerhalb einer Bandbreite von 2 GHz, ist sie > 10 dB, sinkt bis 
auf 7 dB, steigt dann aber wieder an. Im Frequenzband von f 0 ± 6 GHz, d.h. in 
einer Bandbreite von 12 GHz, betragt die Reflexionsdampfung a R > 7 dB. 

Zusammenfassend ergibt sich, dass bei alien bekannten Querschhitts- 
strukturen nur selektiv hohe Reflexionsdampfungen auftreten. Die Bandbreite 
hoher Reflexionsdampfung ist sehr gering und liegt im Bereich von ca. 2 GHz. 
Zwischen ausgepragten schmalen Maxima liegen breite Minima der Reflexions- 
dampfung. 

Dieser Nachteil aller bekannten Strukturen fur Antennenverkleidungen soli 
durch die erfindungsgemalSe Losung beseitigt werden. 

Aufgabe der Erfindung ist es deshalb, eine Querschnittsstruktur vorzuschlagen, 
bei der in einem moglichst grofcen Frequenzband eine moglichst groSe 
Reflexionsdampfung erreicht und damit die Ubertragungsdampfung praktisch 
nur durch die Verlustdampfung bestimmt wird. 

Eine erfindungsgemalie Losung dieser Aufgabe ist im Anspruch 1 angegeben. 
Weiterbildungen der Erfindung sind in den Unteranspruchen gekennzeichnet. 

Nach der Konzeption der Erfindung wird die Losung dieser Aufgabe durch eine 
mehrschichtige Querschnittsstruktur erreicht, die aus einer Kernschicht und aus 
mindestens zwei gleichen Deckschichten besteht, bei der die Dicken des Kerns 
und der Deckschichten durch die Mittenfrequenz f 0 = c/fo bestimmt werden, die 
relative Dielektrizitatskonstante der Kernschicht groBer als die relativen 
Dielektrizitatskonstanten der Deckschichten ist 



£r Kern > £ r Deckschichten 



•••• 



5 und bei der die relativen Dielektrizitatskonstanten der Deckschichten von der 
relativen Dielektrizitatskonstanten des Kerns abhangig sind. 

Bei einer dreischichtigen Querschnittsstruktur gilt 

10 • fur die Dicken: 

Kerndicke d« « 0,5 • Xo Kem 

Deckschichtdicken d D ~ 0,25 • Xq Deckschicht 



15 



und 



• fur die relativen Dielektrizitatskonstanten: 

(fcr Kem) 0 ' 33 < £r Deckschicht ^ (Br Kern) 0 ' 5 - 

20 Bei einer funfschichtigen Querschnittsstruktur gilt 

• fur die Dicken: 

Kerndicke d K « 0,5 • Kem 

Dicken der inneren Deckschichten d D -innen « 0,25 • X 0 Deckschicht -innen 
25 Dicken der aufieren Deckschichten d D -auaen « 0,25 • Xo Deckschicht -aufien 

und 

• fur die relativen Dielektrizitatskonstanten: 

30 (SrKern) 0 ' 5 < Br Deckschicht - innen < (B r Kern) 0,75 Und 

(Br Kern) 0 ' 2 < Br Deckschicht - auBen ^ (£r Kem) 0 '* 25 - 



Als wesentliche Vorteile der erfinderischen Losung sind zu nennen: 
- Grofte Reflexionsdarnpfungen in einem groflen Frequenzbereich. 
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5 - Moglichkeit, durch Wahl der relativen Dielektrizitatskonstanten innerhalb der 
angegebenen Bereiche die Querschnittsstruktur den spezifischen Forderungen 
zwischen grofier Reflexionsdampfung in einem kleineren Frequenzband oder 
kleinerer Reflexionsdampfung in einem grofieren Frequenzband anzupassen. 
- Universell einsetzbar fur Verkleidungen von Antennen in unterschiedlichen 
10 Frequenzbandern, z.B. bei Richtfunksammlern mit Richtfunkantennen im 18-, 
23-, 26- und 38 GHz-Band. 

Dieses ist besonders dann vorteilhaft, wenn zu Beginn der Festnetzplanung 
noch nicht alle Richtfunkverbindungen bekannt sind, da dann auch bei einer 
spateren Erweiterung der Antennenkonfiguration elektrisch optimale 
15 Bedingungen vorliegen, die jetzt nur mit Veranderungen der 
Antennenverkleidungen erreichbar sind. 

Zur weiteren Erlauterung der Erfindung wird auf die Patent&nspruche 
verwiesen. 

20 Einzelheiten, Merkmale und Vorteile der Erfindung ergeben sich auch aus der 
nachfolgenden Beschreibung von Ausfuhrungsbeispielen. Vorher zeigen die 
Fig. 1 bis 3 die Frequenzabhangigkeit der Reflexionsdampfung einer Funkwelle 
durch dreischichtige Strukturen, so wie sie im einleitenden Stand der Technik 
erlautert wurden: 
25 • 

Fig. 1 Frequenzabhangigkeit der Reflexionsdampfung einer Funkwelle 

durch eine dreischichtige Struktur mit zwei gleichen, elektrisch dunnen 
Deckschichten, optimiert fur die Bandmittenfrequenz 26 GHz bei 
senkrechtem Einfall; 
30 Fig. 2 Frequenzabhangigkeit der Reflexionsdampfung einer Funkwelle 

durch eine dreischichtige Struktur mit zwei gleichen, elektrisch dicken 
Deckschichten, optimiert fur die Bandmittenfrequenz 26 GHz bei 
senkrechtem Einfall; 
Fig. 3 Frequenzabhangigkeit der Reflexionsdampfung einer Funkwelle 
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durch eine dreischichtige Struktur, mit einer eiektrisch dicken und einer 
elektrisch dunnen Deckschicht, optimiert fur die Mittenfrequenz f 0 = 26 
GHz, bei senkrechtem Einfall. 

Zur Demonstration der erfindungsgemaGen Losung zeigen: 

Fig. 4 eine zweckma&ige Ausfuhrungsform fur eine dreischichtige 

Querschnittsstruktur; 
Fig. 5 eine zweckmaliige Ausfuhrungsform fur eine funfschichtige 

Querschnittsstruktur; 
Fig. 6 die Frequenzabhangigkeit der Reflexionsdarnpfung einer Funkwelle 

durch eine reflexionsoptimierte dreischichtige Struktur, optimiert fur die 

Mittenfrequenz f 0 = 26 GHz, bei senkrechtem Einfall, 

/ \0,46 
£r Deckschicht « (£r-Kem ) \ 

Fig. 7 die Frequenzabhangigkeit der Ubertragungsdampfung einer Funkwelle 
durch eine reflexionsoptimierte dreischichtige Struktur, optimiert fur die 
Mittenfrequenz f 0 = 26 GHz bei senkrechtem Einfall, 

_ / x0,46 . 

&r Deckschicht ~ V £ r-Kem; , 

Fig. 8 Frequenzabhangigkeit der Ubertragungsdampfung einer Funkwelle 

durch eine reflexionsoptimierte dreischichtige Struktur, optimiert fur die 
Mittenfrequenz f 0 = 26 GHz bei senkrechtem Einfall, e r Deckschicht = 
(e r .Kern) 0,5 (obere Grenze des Bereiches fur e r Deckschicht); 

Fig. 9 Frequenzabhangigkeit der Ubertragungsdampfung einer Funkwelle 

durch eine reflexionsoptimierte dreischichtige Struktur, optimiert fur die 
.Mittenfrequenz f 0 = 26 GHz bei senkrechtem Einfall, e r Deckschicht = 
(er-Kem) 0,33 (untere Grenze des Bereiches fur s r Deckschicht); 

Fig. 10 Frequenzabhangigkeit der Ubertragungsdampfung einer Funkwelle 
durch eine reflexionsoptimierte funfschichtige Struktur, optimiert fur die 
Mittenfrequenz f 0 = 26 GHz bei senkrechtem Einfall. 



• • • • • 
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Jeweils eine zweckmaliige Ausfuhrungsform der erfinderischen Losung fur eine 
dreischichtige sowie eine funfschichtige Querschnittsstruktur zeigen die Fig. 4 
und 5. 

Bei einer gewahlten Bandmittenfrequenz f 0 = 26 GHz wurde beispielhaft 
dimensioniert; 

• bei der dreischichtigen Querschnittsstruktur in Fig. 4 
e r -Kern = 5,1; Verlustfaktor = 0,025; d k = 2,6 mm 
e r -Deckschicht = 2,1; Verlustfaktor = 0,050; d D = 2,0 mm 

• bei der funfschichtigen Querschnittsstruktur in Fig. 5 

er-Kem = 5,1 ; Verlustfaktor = 0,025; d k = 2,6 mm 

£r-Deckschicht -innen = 2,9; Verlustfaktor = 0,050; d D -innen = 1 J mm 
Sr-Deckschicht -auaen = 1,5; Verlustfaktor = 0,050; do-auaen = 2,4 mm 

Die Figuren 6 und 7 zeigen an einem Beispiel die bei dieser Dimensionierung 
auftretenden Dampfungen in Abhangigkeit von der Frequenz. 



Die Reflexionsdampfung ist sehr breitbandig, betragt in Bandmitte 32 dB und 
ist im Frequenzband von ca. f 0 ± 9 GHz, d.h. innerhalb einer Bandbreite von ca. 
18 GHz, a R >20dB. 

Zum Vergleich zeigt Fig. 6 auch die Reflexionsdampfung des Kerns ohrie 
Beschichtung. Durch die Beschichtung wachst die maximale Reflexions- 
dampfung um ca. 3 dB und die Bandbreite , in der die Reflexionsdampfung 
mindestens 20 dB betragt, wachst von ca. 2 GHz auf ca. 18 GHz ! 

Fig. 7 zeigt den dazugehorigen Verlauf der Ubertragungsdampfung. Auf Grund 
der . hohen Reflexionsdampfung wird in diesem Frequenzband die 
Ubertragungsdampfung im wesentlichen nur durch die Verlustdampfung 
bestimmt. Die Ubertragungsdampfung betragt an der unteren Bandgrenze ca. 
0,8 dB und wachst etwa frequenzlinear bis auf ca. 1,5 dB an der oberen 
Bandgrenze. 
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5 In der folgenden Tabelle 1 sind die Reflexionsdampfungen a R der bekannten 
Querschnittsstrukturen der Reflexionsdampfung der erfindungsgemaften 
Losung gegenubergestellt. 



QuerscnnittsstruKtur 


i\ci icjaiui iouhi npiui ly 


Einschichtig (Fig. 6) 


In der Bandmitte f 0 : a R max « 29dB 


dschicht « 0,5n • Xo Schicht 


im Frequenzband f 0 ± 1GHz: a R > 20dB 


erschicht wahlbar 


im Frequenzband f 0 ± 7GHz: a R > 5dB 


dreischichtig (Fig. 1) 




zwei eieKir. uunnt? L/eurxoui nwi iicj i 


in oer Danarniue to- aRmax 555 ^» UD » 


do < 0,2Xo • Deckschicht 


im Frequenzband fo ± 1GHz. aR > 10dB 


d K «(0,5n + 0,1)* XoKern 


im Frequenzband f 0 ± 5GHz: a R > 3 dB 


Br Kern < Br Deckschicht 




B r Kern UPd S r Deckschicht Wahlbar 




dreischichtig (Fig. 2) 




zwei elektr. dicke Deckschichten 


in der Bandmitte to. a R ma x « ^-y od, 


do « 0,5n • Deckschicht 


im Frequenzband f 0 ± 1GHz. a R > 22 db 


Hix vA/iihlhP4r 
UK weu iiuai 


im Frpni i^rfzh^inrl f n + S 5f5Hz* ap > 9dB 

II 1 1 1 1 CUUCI IZ.UCII HJ 10 — ^1 wVJI «K — w/v4 


Br Kern < Br Deckschicht 




B r Kern Und £ r Deckschicht Wahlbar 




dreischichtig (Fig. 3) 




eine elektr. dicke und 


in der Bandmitte f 0 : a R « 14dB 


eine elektr. dunne Deckschicht 


im Frequenzband f 0 ± 1GHz: a R > 10dB 


dpi « 0,5 • Xq Deckschicht 


im Frequenzband f 0 ± 6 GHz: a R > 7dB 


do2 < 0,2 • Deckschicht 




6k wahlbar 





• • • • • 
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£r Kern < £ r Deckschicht 




Br Kern Und 6 r Deckschicht Wahl bar 




dreischichtig (Fig. 6) 




zwei elektr. gleiche Deckschichten 




dp = 0,25 • 7^o Deckschicht 


in der Bandmitte f 0 : a R « 32dB 


d K = 0,50 • Xo Kern 


im Frequenzband f 0 ± 1GHz: a R £ 27dB 


£r Kern > £r Deckschicht i 


im Frequenzband f 0 ± 9GHz: a R > 20dB 


Br Deckschicht « (Er-Kem ) 





5 

Die Tabelle 1 zeigt, dass die Reflexionsdampfung der erfindungsgemafien 
dreischichtigen Struktur alien bekannten Strukturen bezuglich der erreichbaren 
Mindestdampfung und der Bandbreite, in dem diese Mindestdampfung auftritt, 
weit uberlegen ist 

10 

Alle Zahlenrechnungen wurden rnit Parametern durchgefuhrt, die die 
Vergleichbarkeit der Ergebnisse ermoglicht Bei anderen Parametern ergeben 
sich im Detail andere Zahlenwerte, die Relationen zwischen den Ergebnissen 
bleiben aber gleich. 

15 Der Einfluss des Einfallswinkels ist bei alien betrachteten Strukturen qualitativ 
gleich. Darum erfolgten alle Rechnungen fur senkrechten Einfall der Funkwelle. 

Die Figuren 8 und 9 veranschaulichen das Verhalten der Reflexionsdampfung 
der erfinderischen Losung in Abhangigkeit von der Frequenz an der oberen 
20 und der unteren Grenze des Bereichs fur e r Deckschicht- 

Charakteristische Werte sind in der nachfolgenden Tabelle 2 zusammen- 
gestellt; die Dielektrizitatskonstante ist im weiteren mit DK abgekurzt. 



•••• *• • »• •« •» •» • « • 
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&r Deckschicht 


Reflexionsdampfung 


S r Deckschicht = (B r 4Cern) 0,6 (Fig. 8) 
(obere Grenze des DK-Bereiches) 

£r Deckschicht « (er-Kern) 0 ' 48 (Fig. 6) 
£r Deckschicht = (£r-Kerri) 0,33 (Fig. 9) 

(untere Grenze des DK-Bereiches) 


• in der Bandmitte f 0 : aR « 3idB 

• im Frequenzband f 0 ± 10GHz:a R ;> l7dB 
(mit drei Maxima und zwei Minima) 

• in der Bandmitte f 0 : a R « 32dB 

• im Frf^ni jf^rrzh^nrf f« -4- QfiW-^- »^ 9hhp 

m (III II CLjUCI l^-Ud 1 IVJ 1 0 -L i/vJllZ.. ^ ZUUD 

(mit drei Maxima und zwei Minima) 

• in der Bandmitte f 0 : a R « 33dB 

• im Frequenzband f 0 ± 6GHz:a R s> 20dB 
(mit zwei Maxima und einem Minimum) 



An der oberen Grenze des DK-Bereiches (Fig. 8) hat die Reflexionsdampfung 
a R ein Maximum in Bandmitte und etwa frequenzsymmetrisch zur 
Bandmittenfrequenz auf jeder Seite ein Minimum und ein Maximum. Im 
Beispiel betragt die Reflexionsdampfung in Bandmitte ca. 31 dB und im 
Frequenzband von f 0 ± 10 GHz > 17 dB. 



Fur e r Deckschicht < (Er-Kem) 0,5 (zB. Fig. 6) wird mit Verringerung von e r Deckschicht die 
Reflexionsdampfung in den Minima grofcer, das Frequenzband, in dem die 
Reflexionsdampfung den Minimalwert nicht uberschreitet, aber kleiner. 

An der unteren Grenze des DK-Bereiches (Fig. 9) hat die Reflexionsdampfung 
etwa in der Bandmitte ein Minimum, flankiert durch zwei Maxima. Aufterhalb 
der Maxima sinkt die Reflexionsdampfung monoton. Im Beispiel betragt die 
Reflexionsdampfung in der Bandmitte ca. 33 dB und im Frequenzband von 
fo ± 6 GHz ist a R > 20 dB. 




Fig. 10 zeigt ein Beispiel fur eine reflexionsoptimierte funfschichtige 
Querschnittsstruktur. 

In der folgenden Tabelie 3 sind charakteristische Kennwerte einer 
dreischichtigen und einer funfschichtigen reflexionsoptimierten Querschnitts- 
struktur gegenubergestellt. 



Querschnittsstruktur 



Reflexionsdampfung 



Dreischichtig, reflexionsoptimiert (Fig. 6) 
Kernschicht 

d K = 0,50 • Xo Kern 5 6 r Kem = 5,1 

zwei elektr. gleiche Deckschichten 

do = 0,25 * Xq Deckschicht 

_ / v0,46 
Br Deckschicht » \Er-Kernj 

funfschichtig, reflexionsoptimiert (Fig. 10) 

Kernschicht 

dK = 0,50 • Xo Kern, S r Kern = 5,1 
zwei elektr. gleiche innere Decksch. 

do -innen = 0,25 • Xq Deckschicht -innen 

Br Deckschicht -innen ~ (Sr-Kern ) 

zwei elektr. gleiche &uBere Decksch. 

dp -auaen = 0,25 • Xq Deckschicht -au&en 
Br Deckschicht -aufien * (Br-Kern) 0 ' 25 



in der Bandmitte f 0 : a R » 32dB 

im Frequenzband f 0 + 9GHz: a R ^ 20dB 



in der Bandmitte f 0 : a R » 40dB 

im Frequenzband f 0 ±l2,5GHz:a R ^ 25dB 



Der Vergleich zeigt, dass beim Ubergang von einer dreischichtigen auf eine 
funfschichtige reflexionsoptimierte Querschnittsstruktur sowohl die Reflexions- 
dampfungen a R in den Minima als auch die dazugehorigen Bandbreiten 
wesentlich grolier sind. 
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5 Schutzanspriiche 

1 . Reflexionsoptirnierte Antennenverkleidung mit mehrschichtiger, 

vorzugsweise dreischichtiger dielektrischer Querschnittsstruktur, 
bestehend aus einer Kernschicht und zwei oder mehreren, symmetrisch 
10 zum Kem angeordneten Deckschichten, dadurch gekennzeichnet, 

dass 

a) die Schichtdicken des Kerns d« « 0,5n • Xo Kem und 
der Deckschichten d D « 0,25 • Deckschicnt betragen, 



15 b) der Kern die groftte und die zum Kern symmetrischen 

Deckschichten gleiche relative Dielektrizitatskonstanten haben, 
die relativen Dielektrizitatskonstanten der jeweils aufieren 
Deckschichten kleiner als die der benachbarten inneren 
Deckschichten sind und 

20 

c) die Dielektrizitatskonstanten der Deckschichten aus der 
Dielektrizitatskonstanten des Kerns abgeleitet sind. 



25 2. Reflexionsoptirnierte Antennenverkleidung nach Anspruch 1 , 

dadurch gekennzeichnet, dass bei einer dreischichtigen Struktur die 
relativen Dielektrizitatskonstanten der Deckschichten s r Deckschicht im 
Bereich 

30 (B r Kern) ' < B r Deckschicht ^ 



3. 



Reflexionsoptirnierte Antennenverkleidung nach Anspruch 2, 

dadurch gekennzeichnet, dass bei einer zweckmaliigen Ausfuhrung 



betragt e r Deckschicht - (e r Kern) 0, 



Reflexionsoptimierte Antennenverkleidung nach Anspruch 1, 

dadurch gekennzeichnet, dass bei einer funfschichtigen Struktur die 

relativen Dielektrizitatskonstanten der Deckschichten im Bereich 

(Sr Kern) 0 ' 5 < S r Deckschicht - innen < (e r Kern)° ,7S Und 
(SrKern) 0 ' 2 < E r Deckschicht - auBen ^ (s r Kern)°' 25 liegen. 

Reflexionsoptimierte Antennenverkleidung nach Anspruch 4, 

dadurch gekennzeichnet, dass bei einer zweckmaBigen Ausfuhrung 

betragt 

6r Deckschicht - innen ~ (^r Kern)°' 65 Und £ r Deckschicht - auHen « (e r Kern)°' 25 . 

Reflexionsoptimierte Antennenverkleidung nach Anspruch 2 Oder 4, 
dadurch gekennzeichnet, dass innerhalb der vorgegebenen Bereiche die 
relativen Dielektrizitatskonstanten der Deckschichten entsprechend der 
primaren Forderung an die Reflexionsdarnpfung, namlich 
entweder nach der Grofce der Reflexionsdarnpfung 
oder nach der Bandbreite einer zulassigen Reflexionsdampfung, 
gewahlt werden. 
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Fig. 7 
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Fig. 8 
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Fig. 10 
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